Antiferomagnetické materialy by se daly v budoucnu pouzit v spintronickych pamétech.
Oproti zndméjsim feromagnettim, jez se pouzivaji v magnetoresistive random access mem-
ory (MRAM) zafizenich, maji fadu vyhod, jako jsou napt. nulova vnéjsi magnetizace a
ultrarychld dynamika. Antiferomagnetické paméti ukladaji informace pomoci orientace
antiferomagnetického usporadani. Magnetoresistance materialu by se dala vyuzit k elek-
trickému ¢teni antiferomagnetické struktury. V neddvném experimentu vantiferomagnetu
CuMnAs doslo po aplikaci elektrického pulsu ke zvyseni odporu spojeného s dramatickym
zmensenim antiferomagnetickych domén na velikost fadu nm. Z toho vyplyva, ze v an-
tiferomagnetech lze provadét zapis i ¢teni pomoci elektrického proudu. Nanofragmen-
tovany stav pretrvava na casovych skéalach, které presahuji casové skaly magnetické dy-
namiky o nékolik fadl. V této praci predstavujeme vysledky simulaci antiferomagnetické
doménové dynamiky v materidlu CuMnAs. Hlavnim cilem técho simulaci bylo zkoumat
proces relaxace malych domén do vétsich rozmérti. Simulace byly zalozeny na atomi-
stické spinové dynamice. Casovy rist antiferomagnetickych domén byl zaznamenan pro
vSechny teploty. Antiferomagnetické domény v simulacich byly ovSsem mnohem vétsi, nez
domény pozorované v experimentu. To naznacuje, Ze v experimentu pozorovana metasta-
bilita je zptisobena faktory, jez nejsou v simulacich zastoupeny. Tyto neznamé faktory by
mohly byt napr. krystalové defekty nebo necistoty. Protoze nékteré fyzikalni parametry
nejsou experimentdlné zméreny (tlumici parametr a konstanta sily anisotropie), musely
byt nejdiive pomoci simulaci otestovany. Timto zptsobem byly vybrané takové hodnoty
parametri, jez jsou vhodné pro dalsi simulace.



